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[背景]

我々は新規太陽電池材料として、BaSi2 に注

目している。BaSi2 は太陽電池の理想的な禁制

帯幅に近い 1.3 eVの値を有し、また、光吸収係

数が 1.5 eV のフォトンに対して 3×104 cm-1と

大きいため薄膜化も期待できる[1,2]。これまで

に、スパッタ法を用いた多結晶 BaSi2薄膜の作

製は報告されているが、未だその成長条件は最

適化されていない[3,4]。これらの報告では、単

一の多結晶BaSi2ターゲットを用いてスパッタ

法により成膜を行っている。しかし、この手法

では、Baと Siの組成比を制御して製膜するこ

とができない。本研究ではヘリコン波プラズマ

スパッタ法を用いて、複数ターゲットを用いて、

同時スパッタによる組成比の制御を試みる。

[実験]

ヘリコン波プラズマスパッタ法により、Si基

板上に Ba リッチ BaSi2ターゲットを用いて室

温で膜の堆積を行った。スパッタ条件としては、

Ar ガスを用いて、圧力(0.1~2.0 Pa)及び RF

power (30~75 W)を変えて成膜レートを評価し

た。

[結果・考察]

Figure 1, 2にそれぞれ圧力、及び RF powerを

変えた場合の成膜レートの変化を示す。Fig. 1

より、製膜時の圧力が低いほど成膜レートが大

きくなっていることが分かる。圧力が低いほど

スパッタされるターゲット量は少なくなるが、

原子の平均自由行程は大きくなる。つまり、ス

パッタされたターゲット量よりも平均自由行

程が支配的に成膜レートに影響したと考えら

れる。また Fig. 2より、RF powerを大きくする

ほど、成膜レートが大きいことが分かる。この

ターゲットは BaSi2ターゲットに比べ、Ba比が

多くなっているため、Siターゲッと同時にスパ

ッタをすることで組成比の制御を自由に行う

ことができると考えている。今後は成膜時の基

板温度を変えながら 2元同時スパッタを行い、

BaSi2 薄膜の形成を試みる。結晶性の評価は

XRD 測定によって行い、電気特性、光学特性

の評価をする予定である。
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Fig. 1 Pressure dependence of deposition rate

Fig. 2 RF power dependence of deposition rate
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